Nauka metod analizy obwodow liniowych - schemat zastepczy tranzystora

Obwody — tranzystor — schemat zastepczy — parametry h.

Moze ktos wyjasni, jak to sie robi

W Zbiorze zadan z uktadow elektronicznych liniowych dla studentow elektroniki PW (1984 1.) jest
zadanie (1.8, str.29), w ktorym trzeba znalez¢ warto$ci elementdw schematu zastgpczego (rys. 1)
znajac parametry ke tranzystora:
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autorzy twierdza, ze wzory na hlle i h21e sa nastgpujace:
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znajduja wzor na hl2e:
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Przed znajdowaniem wzoru na h22e znajduja I, korzystajac z zasady superpozycji dzialania zrodia
wymuszajacego U, i zrodla zaleznego:
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Napigcie Uy, powstaje wg autorow w wyniku dzielnikowania napiacia U,
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Czy moéglby kto$ topatologicznie wyjasnic, jak te wzory si¢ otrzymuje? Na razie rozumiem
tylko /11.. Proszg napisa¢ kolejne przeksztatcenia.

hZZe:gce + (gb’e + gm):gce + hl2e(gb'e + gm)=18 H S
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